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Тема дисертації:
1. Рентгеноструктурна характеризація багатошарових систем Al(In)GaN на полярних площинах сапфіру.

2. Х-Ray characterization of multilayered systems Al(In)GaN on polar planes of sapphire.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню процесів релаксації, з застосуванням комплексного
експериментального та теоретичного підходів, у багатошарових системах Al(In)GaN, вирощених на полярних
площинах сапфіру. Для систем AlxGa1-xN/GaN/Al2O3(0001) встановлено новий механізм релаксації пружних
деформацій, який полягає в різних кутових розворотах одиничних гексагональних комірок нітриду галію
навколо с-осі сапфіру при варіації його товщини. Встановлено вплив типу "темплейта" на структурні
властивості НГ GaN/AlN. Показано, що НГ, вирощені на AlN/Al2O3-темплейті релаксують в основному за
рахунок формування дислокацій невідповідності, в той час як НГ, вирощені на GaN/Al2O3-темплейті
релаксують за рахунок утворення тріщин. Вперше це пояснюється різним впливом остаточних деформацій в



системі GaN-буфер /темплейт на рівень деформації в шарах НГ при їх осадженні. Виявлено, що товщина
квантових бар'єрів (AlN) та квантових ям (GaN) в НГ є відмінною від технологічно заданої. І цей ефект
сильніше проявляеться при рості НГ на напруженому AlN/Al2O3-темплейті. Виявлено вплив кількості
квантових ям в НГ InxGa1-xN/GaN на співвідношення товщин яма/бар'єр і вміст індію в квантових ямах.
Вперше показано, що ступінь релаксації деформацій зростає із збільшенням числа періодів в НГ, що
приводить до росту концентрації індію в квантових ямах і супроводжується змінами товщин яма/бар'єр.

2. The thesis deals with investigation of relaxation processes for multilayered systems Al(In)GaN grown on polar
planes of sapphire, using complex of theoretical and experimental approaches. The new mechanism of strain
deformations relaxation for multilayer structures AlGaN/GaN/Al2O3(0001), that connected with different angles
of twisted of GaN unit cells with respect to c-axis of sapphire depending on substrate thickness was established.
The influence of template type on structure quality of superlattices (SL) AlN/GaN was established. It was found
that for SL grown on AlN-templates the relaxation of strains occurs through formation of dislocations, while for
structures on GaN-template they relaxed through cracking process. We explain these effects by influence of
residual strains in system template/buffer. The effect of thinning of quantum wells (QW) GaN and respectively
thickening of barriers AlN was shown to be much strong for structures grown on strained AlN-template than on
fully relaxed GaN-template. Виявлено вплив кількості квантових ям в НГ InxGa1-xN/GaN на співвідношення
товщин яма/бар'єр і вміст індію в квантових ямах. For MQW systems InxGa1-xN/GaN grown by MOCVD was
found the correlation between deformation state, thickness ratio of wells/barriers, indium content within QW and
quantity of QW.
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